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OEM:Valvo Transistor BF324

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
fllr UKW-Eingangsstufen in Basisschal tung

Mechanische Daten:

Gehliuse: KEunststoff, S0T-54

MaBangaben in mm.

Datasheet

BF 324
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Kurzdaten:
Eoellektor-Sperrspannung -'L'Ic. g = max. o v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung -Ucl g = max. a0 v
Kollektorstrom -I¢ - mAX. 25 mi
Gesamtverlustleistung bei Iu £ 45"c Pt.-t. = max. 250 wmW
Sperrschichttemperatur lJ = max. 150 ¢
Gleichstromverstiirkung 5
bei -U“-lll v, I:--I-l. B - 25
Transit-Frequenz
bei ‘“-::n = 10 ¥V, [l: = 4 mA I" - 450 MHz
Rauschzahl
iti-ﬂﬂ-IﬂT,ItIZﬂ,l‘-lm}.l F = 3 dB
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OEM:Valvo Transistor BF324 Datasheet
Absolute Grenzgwerte: (glltig bis "'_] ur’l
Kollektor-Sperrspannung bei ll = 0 -IJc- g = mar. v
Kellektor-Emitter-Sperrspannung bei I- = 0: -Uc' o " max. e v
Emitter-Sperrspannung bei Il: = 0;: -I.T“ g = max. 4 ¥
Kollektorstrom: -Ic = BAX. 26 mA
Gesamtverlustleistung bei IU £ 45°¢c: I‘t“‘ = max, 250 oW
Sperrschichttemperatur: "_] = max. 150 “c
Lagerungstemperatur: 'E = mimn. =55 'C
b = max. 150 °c
Wirmewiderstand :
gwischen Sperrschicht und Umgebung: "th v - 0,42 grd/mW
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OEM:Valvo Transistor BF324

Eennwerte: (bei 8 = 25°c)
Eollektor-Reststrom

bei -UGI = 30 V, Bn‘ = 0:
Emitter-Restatrom

bei -Hl’ =4V, IE = Dz
Basisspannung

bei -uﬂﬂ = 10 V, II = 4 -mAz
Basisstirom

bei -Uﬂ- 10 v, IE = 4 mAt

bei '"cn = 10 V, I: = 1 mA:

Transit-Frequenz

bei 'UI:II = 10 V¥, I! = 1 mi, 'H = 100 MHz:

bei .UEB = 10 V, !l = 4 mA, 'N = 100 MHz:

bei —Ul':-l:ll] L llnﬂﬂi ’*I 100 MHE:
Rlckwirkungskapazitit

bei -UCB. 10 vV, U“Iﬂ. f = 1 MHz:
Rauschzahl

bei =U = 10V, I_= 2 mA, f = 100 MH=z

und [‘ = 16,7 mS:

bei =U .. = 10V, I_= 5 mi, f = 100 MH=z

und " mw 6,7 m8, -Eil = 5 mS:
Vierpol-Keeffizienten

bei ~Uoy = 10 V, Iy = 4 mA, f = 100 Miz:

Ei1y
11b
[ 7120l
“Piow
| Y210
Pa1p
Egon
22b

| Pt

80

Datasheet

BF 324

50 ni
10 paA
760 mV
[{

= 180)uA
22 A
aso MH=z
450 MHz
440 Mz
0,1 pF
3,0 dB
3 dB
110 ns
64 pF
220 S
142"

100 ns
150°

40 us
liﬂ [IP
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BF 324
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